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	 はじめに： 抵抗率が低く、良好なオーミックコンタクト

がとれるため Si-LSI、SiCパワーデバイスの電極材料として

近年、NiSi(Nickel monosilicide)が注目を集めている。ここで

重要になるのが電極形成のための熱処理技術である。熱処理

は 800 ℃以上の高温になることもあるため、デバイスの性

能に影響を与えることが考えられる。この影響を抑制するた

め、レーザーアニールを用いた選択的な加熱を行っている。

しかし、レーザーアニールによる加熱は複雑で高価な装置が

必要とされる。本研究では、これらの問題解決を図るため、

水素ラジカルによる遷移金属の選択的熱処理技術に注目し研

究を行っている。 

	 実験： Si(100)基板に電子ビーム蒸着により Niを 40 nm堆

積し、その後水素ラジカルによる遷移金属の選択的加熱技術を

用いて試料の熱処理を行い、透過型電子顕微鏡による断面観察、

組成分析を行った。 

	 結果：本技術による熱処理により、NiSiの形成が可能である

ことが判明した。(Figure .2,.3)また、本技術は遷移金属種のみを

選択的に加熱するため、反応により Niが表面から消費されると

加熱が自動的に停止していることがわかる。(Figure .1)高抵抗な

NiSi2は 750 ℃以上の加熱で形成されることから、本技術による

熱処理では NiSi2は形成されず、NiSiのみが形成される。 
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Figure .1 Temperature profile 

Figure .2 TEM image of after 

annealed 

Figure .3 EDX line scan profile 
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